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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

BREVET D’INVENTION

N&os. 683

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d’invention ;

Vu la Convention d'Union pour la Protection de la Propriété Industrielle ;

Vu le procés-verbal dressé le 13 février 19 59 212 A50

au greffe du Gouvernement provincial du Zrabant;

ARRETE :

Acticle 1. — Ilest déliviéd la Sté dite:THE RAULAND COKPORATION ,
4245 N.Knox & Chicago,Illinois(Etats-Unis d'Amcrique),

repr.par ¥i.J.Gevers & Cie & Bruxelles,

un brevet d'invention pour : Tabe convertisseur 4'images,

gu'elle déclare avoir fait 1l'objet de demandes de brevet

déposées aux Etats-Unis d'Amérique les 14 février 1958,

31 mars 1958(deux demandes),23 juin 1558 et 20 octobre 1958

au nom de IM.W.F.Niklas et A.W.3chmidt donbt elle est

1'ayant droit.

Article 2. — Ce brevet lui est délivré sans examen préalable, @ ses r{'sques_ et
périls, sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite r{e linvention,
soit de lexactitude de la description, et sans préjudice du droit des tiers.

Au présent arrété demeurera joint un des doubles de la spécification de Finvention
(mémoire descriptif et éventuellement dessins) signés par Tintéressé et déposés & I'appui
de sa demande de brevet.

Bruxelles,le 13 aoiit 19 56,
PAR DELEGATION SPECIALE :
L’Inspecteur GCénéral,

r\/"*-—’“‘*"m‘

e rosnm——

J. HAMELS.
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MEMOIRE DESCRIPTIF
déposé a l'appui d'une demande de
BRsVET D' INVSNTION
au nom de la société dite :
THE RAULAND CORPORATION
pour :
A Tube convertisseur d'images".
Priorité des demandes de brevet , aux Etats-Unis d'Amérique dépo-
sées les 14 février 1958 n° de série 71%376, g; mars 1558 n° de
série 725315, %g mars 1958 n°® 725420, ;6 juin 1958 n°® 743581 et
20 octobre 1958 n°® de série 768441 au nom de Wilfred F. HIKLAS
et Adolph W. SCHMIDT.
La présente invention se rupporte & des dispositifs
4 décharge électronique et, plus particuliérement, & des conver=-
tisseurs électroniques d'images optiques.
La présente invention est relative & un convertisseur
d'images comprenant : une enveloppe mise sous vide; une source

e . . . .
dtéletrons comprenant une cathode photoémettrice située prés de

PP




-2 -
? 575683

l'une des extrézités de l'enveloppe; un écran fluorescent situé

prés de l'extrémité onvosée de cette enveloppe st Cont les di-
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mensions tranversales sont faibles par rapport & celle

1é-
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cathodes; un systéme d'électrodes de concentrztion et d'acc
ration placé entre la csthode et l'écran et comprenant une élec-
trode de concentration voisine de lz surface interne de l'enve-
loppe et une anode, dont les dimensions tranversales sont Sga=-
lement faibles per rapport & celles de la csthode, emntourznt
l'écran et comportant une ouverture d'sccés prévue entre la ce-
thode et 1l'écran; enfin, un revétement ou couche en matiére
non réfléchissante, placé sur l'extrénité ovposée de l'enveloppe
ou au voisinage de cette extrémité.

La présente invention vise é&galement un convertisseur
d'imases comprenant ¢ une enveloppe dams lacuelle on a fzit
le vide; une cathode photémettrice sensible . une excitetion
qu'elle regoit pour ZSmettre une imesge électronique correspondant
a4 cetts excitation; un écran fluorescent sensibhle au choc des
électrons pour produire une image; un systéme d'électrodes
de concentratlion et d'accélération placé entre la cethode pﬁ%o-
émettrice et 1'écren fluorescent pour concentrer 1l'image ZXAXPIX

nigue % Ikédzran EIusressesnt Hzux zsncenkrs YXimuxe électronigue

Dy

sur ltécren ¥my fluorescent et l'acoélérar, ce systéme d'élec-
trodes comprenant une surfece de base conductrice de 1l'élec-
tricité prévue sur la parol interne de l'enveloppe et une couche
supérieure de prodult, fzite de particules discrétes conductri-
ces ou semi~-conductrices -et superposée 4 la surface Ge base.
Conformément & l'invention, on & privu un écran récep=-
teur 3 couches multiples tour convertisseurs 4'images qui com-
rrend une couche contenant un phosphore activé par une rediastion

incidente d'un type donné pour émettre une radiation correspon-

dente d'un autre type, et un £lément de support destiné a la

nnulé 8 nmots,

ACDrouve:
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couche, cet élément laissant passer la rsdistion incidente et
comportant une surface chimicuement attaquée & lacuelle est
fixée ladite couches

La présente invention vise ézalement un prccédé ds
fommetion d'ure ccuche d'errét transparente entre une couche
fluorescente et une couche photoémettrice, ce procédé consistant
4 déposer des vepeurs d'aluminium sur lz couche fluorescente,

3 chauffer la couche d'sluminium dens une atmosphére séche pour
former une couche d'oxyde d'aluminium fortement comprimée d'une
épaisseur sensiblement inférieure & &0 K, et & répéter ces opé-
rations de d4pSt de vapeurs st de chauffage pour former une cou=-
che d'arr8t en oxyde d'aluminium fortement comprimé ayant une
épaisseur minimum de 80 A.

On sait dens la technique des convertisseurs d'images
et des smpliTficsteurs d'imeges qu'une imege électronigue peut
8tre projetée par une cathode photodmettrice en réponse 3 l'exci-
tation créée par une rsdiation incidente, gqu'elle soit visible
ou invisible, représentant une source ou ure image d'un objet.
Le cathode photoémettrice, en réponcant i la raé%tion incidente,
engendre une imaze électronique gqui peut &tre envoyée, grice &
un champ électrique approprié, & un écran de vision fluores-
cent sur lecuel 1l'image électronique est trensformée en ure repro-
duction visible constituant une répligue de 1' image originele
projetée sur la cathode photocémettrice.

La plupart des convertisseurs d'imsges sctuels utili-
sent un systéme optique électronigue entre la cathode photodmet-
trice et 1'écran de vislon fluorescent pour concentrer et accélé-
rer les électrcns dirigés vers l'écran tout en réduisant au
minimum la distorsion de 1l'image reproduite. Un systeéme optigue
électronigue typicue comprend une anode pourvue d'une ouvéfure
& travers laquelle des électrons émis par ls photo~cathode peu-

vent passer pour frapper l'écran fluorescent. On appligue une
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tensio&?‘accélération 4 l'anode pour créer le champ électrique
nécessaire et on place une électrode de concenbtration de forme
enpropriée entre l'anode et la photo-cathode po_ur assurer, avec
1l'aide de 1l'anode, l'effet de concentrstion nécessairs. Hasbituele
lement, pour obtenir une amplification not:ztle de l'image visi-
ble, la surface ds la cethode photoémettrice est importante par
rapport a celle de 1l'écran de vision, et l'effet de concentretion
est, bien entendu nécessaire pour gue 1timage électronique soit
envoyée 4 l'éeran de vision sous une forme optique appropride.
L'éleotrode de concentration est habituellement constituée par
un revétement conducteur, par exerple du cuivre, déposé sur la
parol interne de l'enveloppe du tube convertisseur, et elle
88t normalement maintenue & un potentiel intemsdisire entre
celul de le cathode et de l'anode, bien qu'il soit trds bas par
rapport au potentiel de l'anodes

Des tonsions d'onode de l'importance nécessaire pour
obtenir une concontretlon nette et pour acquérir un degréd de
brillance élevé sur l'doran de vision tééent A nroduire une
énission dispersée d'électrons qui peut déterminer des réparti-
tions de charge non uniformes sur la surface interne de 1'envelop~
pe environnente. Ces charges peuvent se ravprocher d= la tension
d'anode par leur importance et provoquer une distorsion, un
Scluirement de fond de l'éersn de vislon et d'uutres effets in-
désirebles. En out—e, lorsque la cathode photodmettrice comprend
un 4lément conducteur actif, comme le caesium, ainsi que cela
est ceourant duns les structures de cathode eu caesium, 11 se
peut cue des imperfections se produisent en raison de le pré=-
sence de caesium libre. En particulier, du caesium en d4place-
ment, sous la forme de vapeurs, neut se condenser et se déposer
sur la surfsce interne de l'enveloppe, ce aui fait que des zones

élémentzires de cette dernidre peuvent présenter une résistivité
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de surface trés faible, Lorsque cet inconvénient se produit, la
réduction de la résistivité de 1'enveloppe, en perticulier si
la zone-de résistivité réduite se trouve entre 1'électrode de
concentration et l'anode, peut d4terminer un cleguege. Il 25t
évident que ce défaut est extrémement indésirabls.

On a proposéd de recouvrir le bord de l'électrode de
concentretion qui est le plus proche de 1'anode d'une bande de
metiére semi-conductrice. La présence d'une telle bande eméliore
les propriétés du convertisseur en ce qui concerne le claqusge
en réduisant les rdts gradient%locaux de potentipl dans cette
région, Toutefois, la composition et ls quantité du lisnt sppli-
qué 3 cette metidre semi-conductrice présentent de l'importance,
Une ocomposition chimique défectueuse ou une quantité de liant
impropre peuvent ennihiler totalement les sventeges de le matidre
semi-conductrice et, en outre, peuvent soulever d'sutres proble-
mes, comme le dégasement indAsirable de x82 dans le tube,

Dans les strustures de convertisseurs d'images de la
technloue antérisure, le contraste de 1'imags visible é4tait
atténué per des réflexions internes de lumiére prensnt neissan-
ce & l'endroit de la couche de rhosphore ou fluorescente f-isent
babiteouellement partie de la structure & couches multiples cons~
tituant 1'écran récepteur. Des tentatives faltes antérieurenent
pour réduire au minimum ces réflexions comporteient l'utilisation
d'un revétement de cuivre sur 1'enveloppe du tube comme électrode
de concentration, en prenant aventage du falt que le cuivre n'test
pas perticulliérement réflecteur pour a_es fréquences correspon~
dant & celles de la lumiére émise par l'écran récepteur. Gn doit
cependent prendre des précautions extrimes quand on utilise le

cuivre. Le procéd4s le plus courent pour dénoser le rev8tement de

~culvre consiste & former des vapeurs de culvre, mais cette opé-

ration est difficile & mener a bilen. En outre, le revétement

formé var des vapeurs de cuivre peut s'oxyder et l'oxyde de
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cuivre peut se sublimer pendant les phases ultérieures de trei-
tement de la cathode photoémettrice, ce qui diminue lz sensibili-
té de cebtte derniére. Dans le cas des tubes convertisseurs d'ima=-
zes comprenant des csthodes photoémettrices constituées'par des
produits chimiques conducteurs,asctifs tels cue le ceesium, le
surface interne de l'enveloppe en verre peut contenir des traces
de ce produit chimioue conducteur, ce qui ebaisse la résistivité
de surface de l'enveloope et contribue en outre & la formation
d'émission de champ ou dispersées déJa mentionnées, accompagnie
de ses effets ffckeux.

Le plan de l'imege du systéme optique électronigue du
convertisseur d'images hebituel n'est pas plat, mais 11 est cour-
be, o0e plan étant génédralement concave dens le sens de proprga-
tion des électrons mais, en cours d'utilisation normele, le con=-
vertisseur est utilisé conjointement svec un systéme optique
lumineux externe pour projeter l'imege visible obtenue sur l'écren
fluorescent. Ues systémes lumineux ovtiques classigues sont utl-
les 3 un degré meximum conjointement avec une source plate ou A
plan unique. Leur utilisetion evec l'imege courbe qui caractéri-

se le systéme optioue électrostetique des convertisseurs d'ims-
ges entreine une diminution de la définition et une distorsion
en oroissent. Ce type de distorsion est parfois connu =ous le
nom de distorsion de courbure du chemp et entr=ine une sévére
limitetion de la dimension meximum utile de 1l'image obtenue.

On e Agalementfonststé que des tubes comnortent des
produits chimiques actifs,tels que ceux qul sont utilisés dans
une cathode photoémettrice en allisge de ceesium peuvent se rem-
plir de gez, sans doute sn Teison de la formation de trous d'épin-
xles dans l'interface (couche d'oxyde métallique) eux jonctlons
du métal et du verrs.

Un revétement idéal pour une électrode de concentration

doit donc remplir vlusieurs conditions; il doit &tre élsctrique-
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ment conducteur; 1l ne doit pes réfléchir les rediastions inci-
dentes et lz lumiére 4mise per la couche de phosrthere de l'deran
récepteur & couchesmultiples, en vue d'asssurer un f:ible niveeu
de bruit sur l'écran de vision fluorescent; 11 doit pouvoir
résister 3 la d4comzosition sous l'szction du caesium 1libre dens
le cas ce l'utilisaetion G'une cuthode photoémettrice commortant
du caesium; 1l ne dolt pes dégeger d'esu ou d'oxygéne cuend il
est chauffé, cecl, afin de récuire au minimum le riscus d'endom=
megement de la cethode photométtrice, en particulier si le matid-
re de support de cette derniére n'est pas éveporée in situ; i1
dolt posséder une surfece rugsueuse et, de priférence, 11 doit
comnorter un getter pour le caesium sfin de riduire au minimum
la photoémission parasite qul peut sans cels se produire; enfin,
i1 ne doit pas permettre un dégsgement excessif de gaz pur rfac-
tion mutuelle avec le oeesium pendant le traltement des photo-
cathodes du type au ceesium.

L'électrode de concentrstion comportait, denas le techni-
que entérieure, une couche de mét=l conducteur de 1l'dlectricité,
eppliguée par évaporation sur le perol interne de l'enveloppe.
L'utilisetion de culvre, per exemple, pour former 1'3lectrode
des convertisseurs d'images radiographiques comportant une photo=
cathode en o¢lliwve d'antimoine et de ceesium evait nour z=rIet dae
rendre celle-ci conduetrice de 1'Slectricité et non réfléchiscan=~
te dens la bende du bleu, ce gui répondait 3 la premiére et i la
deuxidme des conaitions mentionndes ci-dessus., Il risiste e.
outre 3 la décomposition lorsqu'il est attagué psr le ceesiun,
mals il ne posséde pes de surface rugueuse et ne constitue pas
un getter pour le caesium. Xn conséquence,’bien gu'il reamplisse
certeines des conditions nécessaires pour une électrode ce con-
centration idéele, il ne peut pvas satisfaire 3 d'autres.

La fabrication d'amplificeteurs d'images comprend géné-

ralement l'essemblage de l'enveloppe et se mise sous vide ainsi
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que le traitement ultérieur de l'écran récepteur & couches multi-
ples in situ par formation de vapeurs d'antimoine pour Fformer
une couche ayant 1'épsisseur voulue et, enmsuite, 1'introduction
du ceesium gous forme de vepeurs dens l'enveloppe mise sous vide,
Le traitement de la couche d'sntimoine et 1l'introduction des we=
peurs de caesium constituent des opérations dslicates et il se
d4pose géhéfalemeﬁfrdes quantités minimes de csesium libre sur
les autres partiesdu éonvertisseur d'imsges, ¥ compris 1'électro-
de de concentration. Ceci est ind4sireble parce qu':il peut en
résulter une distorsion de 1'image reproduite ainsi qu'une &mis-

sion parzsite. Un autre effet indssirable réside dans le fsit
que le caesium d3posé sur l'électrode de concentration peut en-
sutite migrer depuls cette £lectrode jusque dens l'enveloppe du
tube et attéindre finelement le cathode photoémettrice terminée,
en altérant notablement ses ceractéristiques de photoémission.

Quand on fabrique 1l'écren ricepteur, qui est hebituel-
lement du type en alliage de caesium et d'entimoine, on a cons-
taté que le caesium constitue un catalyseur négetif pour la rési-
ne zux sil.icones aux températufes ordinaires de trsitement, ce
qui a pour effet de décomposer et de carboniser la surface résine-
phosphore, et ce quifend cette surface inutilisable comme surface
sous -jacente de la couche forment laz photo-cathode. Par consé-
guent, 11 faut utiliser une couchse d'zrr8t transparents sntre
la surface r4sine-phosphore et la photo-cathode en slliage de
csesium et d'antimoine. On sait parfaitement cu'on peut utiliser
de 1l'oxyde d'eluminium comme couche d'arrdt, et plusieurs pro-
cédés d'oxydation de 1l'aluminium pour former la couche d'arrst
sont connus des techniciens.

L'un des procédés consiste & oxyder l'aluminium & 1l'ai-
de de vapeur d'eau. Bien gue l'oxydation s'effectue rapidement,
selon la température, on a constaté que la couche d'arrét en
oxyde d'eluminium résultante peut fréquerment se décompeser et
lalsser le caesium pénétrer juqu'a la surface Tésine-phosphore
ol il exerce des effets extr8mement nuisibles. On suppose gue le

comportement peu sfir de 1'oxyde d'aluminium ohtenu par oxydstion
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a la vapeur d'eau est d#% & 1= structure de la couche d'oxvée
d'zluminium. On seit gue ¢e derniszr peut exister scus deux for-
mes différentes au peint de vue de lz structure : sevelr, une
structure poreuse peu comprimse et une structure 2troitemsnt
comprimée. L'oxydation de l'aluminium en présence de vspeur d'esu
trensforme l'aluminium en une couche mince fortement comprimée
en contzet avec la surface de l'aluminium et qui péné%e de plus
en plus dsns le métal lorsgue 1'oxydetion progresse, mais pos-
sédant une couche poreuse peu comprimée d'toxyde d'eluminium sur
la surfzce extérieure. Seul, l'oxyde d'eluminium 4troitement
comprimé sert de couche d'arr8t sfire vour empécher l'ettegue
par le caesium mels, dens le cas de 1'oxydation par le vapeur
d'eau, le couche 4troitement comprimée est trop mince DOUTr Ccouns—
tituer une barriére siire.

Guand on fabrigue un écran récepteur % couches mlti-
prles, 1l est d'importanmce vitale que l'efficacité de la couche
phosphore-résine soit aussi élevée gue possible pour obtenir un
écran récepteur réellement efficace. L'efficacité de cette cou-
che phosphore-résine, qui est fréquemment formée per un vhosphore
tel cue du sulfure de zinc activé par de l'arcent et en suspen-
sion dans vn véhicule résineux, dépend de plusieurs fecteurs,
tels que la quentité des quenta de redistions ebsorbdes dens
cette couche, le rendement éneégique du phosphore lui-méme, et la
réflexion vers l'avent des guanta de lumidre émis dens lz direc-
tion de l'organe de support. On:4galement constaté qu'il est
important que 1l'adhérence de 1'écran récepteur & couches mulsti-
ples 4 son éliment de support soit aussi zrande cue possible.

La présente invention a pour objet :

- un convertisseur d'ime _es nouveau et perfectionns
dens leguel une ou plusieurs des difficultés susmentionndes, ren-
contrées dens les dispositifs de la technique antérieure de ce

type, sont fortement réduites ou sensiblement élimindes;
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- un convertisseur d'images svec leguel on obtient une
amélioration noteble du contraste dens l'imace visible;
- un convertisseur d'images avec lequel on supprime ou

e la lumidre;

£

on réduit les réflexions internes indésirebles
= un convertisseur d'imeces dens lequel on obtient une
correction noteble de la distorsion due i la courbure de champ.

Dans le convertisseur d'imeses nouveau et perfectionns
gonforme & 1l'invention, on peut réduire eu minimum ou supcrimer
les traces indésirszbles Ge produits chimiques conducteurs uti-
lisés pour constituer lz surface photo-émettrice. Zn outre, avec
ce convertisseur d'images nouvesu et perfectionnd, la possibilité
de migration de caesium libre dzns le tube & vide est fortement
réduite.

Le convertisseur d'imazes nouvesu et verfectioané, con-
forme a 1l'invention, utilise une enveloppe en métal et en werre
dans lacuelle la possibilité de création de trous d'épinzles &
1'interface du métal et du verre est réduite au minimum, de sorte
que le risque de pénédtration de cez dans l'enveloppe 3 vide est
noteblement diminué,

Le vonvertisseur d'images objet de l'invention pcsséde
des propriétés électriques telles que les structures d'écrans
récepteursde dimensions notablement augmentées peuvent &tre uti-
lisées pour pemmettre la vision et la projection d'imagee sensi-
blement plus grande ssns que leur résolution solt altérée.

Conformément & 1'invention, on 2 prévu un procédé per-
fectionné pour appliquer une couche d'errét en oxyde d'sluminium
entre la couche de phosphorz et la couche photoémettrice d'un
écran récepteur i couches multiples.

Le procsdé de 1'invention comprend la formetion d'une
couche d'srrét fortement comprimée en oxyde d'eluminium, en wvue
de son utiiisation déns des écrans récepteurs & couches multi-

ples.
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Le procédé de production d'une couche d'arrét en oxyde
d'aluminium, destin® 3 &tre utilisée dans des dcrans récepteaurs
& couches multiples,permet d'obtenir une couche imperméable 3
1'oxyzéne par elle-méme,

Conformément & l'une des ceractéristigues de l'inven-
tion, on obtient un éeran récepteur perfectionnéd & couches mul-
tiples destiné & des convertisseurs ¢'images radiographigues et
carectérisé par une surface réfléchissante & diffusion élevée.

L'écran & couches multiples pour convertisseursd'images
radiographiques, conformes & 1'invention, présente une adhirence
améliorée vis-i-vis de son support, et ce support, gui laisse
passer les rayons incidents, posséds une surface non brillante,

Les avantszes de l'invention eDbaraissent spéciazlement
quand on le met en oeuvre dans des convertisseurs d'imezes ra-
diogrephigues dans lesquels la dimension de 1'imege initiele,
avec laquelle on peut obtenir une imeze reproduite, est supé-
rieure & 12,7 cm sn ce qui concerne le diamdtre. Les convé%is-
seurs d'images radiographicues conformes 3 l'invention peuvent
traiter des images initiales beaucoup plus grendes, ce cui Fonne
une sortle utile correspondant 2 1'image initiale de 25,4 cm
de diamétre. On a construit et utilisé avec succes des disposi-
tifs traitant des images initisles de cette dimension, ce qui
permet d'amplifier électroniguement l'imaze radiographicue de
la cage thorscique entidre d'un individu moyen sans distorsion
exagérée., On va donc décrire 1'invention mise en oeuvre dans un
emplificateur d'images rediogrephiques, meis il est bien entendu
que les caractéristicues de l'invention peuvent 8tre mises en
oeuvre treés avantageusement avec des convertisseurs d'imas.es
de types différents, en perticulier des dispositifs d'examen

aux infrasrouges.

On comprendra mieux les caractéristicues et aventaies
précités de l'invention ainsi que d'autres i la lecture de ls

description qui va suivre et gu'on a feite en se référent eu
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La figure 1 est une coupe d'un emplificateur 4'images
radiographioues conforme & l'invention.

La fisure 2 est une coupe d'un amplificateur d'images
radiogrephiques similaire % la figure 1, ma2is conforme & une
variante de l'invention.

La figure 3 est une coupe partiells d'un emplificeteur
d'ima: es radlogrephiques tel cue celul qul est 1llustré sur les
figures 1 ou 2, malis elile représente une coupe egrendie d'un
ﬁode de rialisation préféré d'un éoran riceptsur 3 couches
multiples .

Ls convertisseur d'images reprisenté sur la figure 1
comprend une enveloppe dans lsguelle on = felt le vide et qul
comporte une section centrsle de forme oylindrique, une section
formant un 4paulemeont prévue & l'une des axtrémitds de la ~ection
oylindrique et s'étendant radialement vers 1l'inté4rieur en direc-
tion de 1'axe de oslle-cl, et des parties d'obturation prévues
aux extrinités de la section composiée fcrmée pur lss deux pre-
migres sections., Plus psarticuliérement, on a prévu une section
d'enveloppe 10 qul, sur la majeure pertie de sa longueur, cons=-
titue sensiblement un oylindre et qui est obt.-urde per une pir-
tie rTentrante 11 emboutle & la presse. La section qui constitue
1'épsu-rlexent précltd de l'envelorpe est celle gui relie la
section cylindrique 3 ls pertie rentrante. Le reste de l'enve-
loppe de verre comprand une section 12 sensiblement sphéricue,
en verre, d'un dlamétre approximativement 4gel A ocelul de la
pertie oylindricue de la section 10 de l'enveloppe. Les sectlons
10 et 12 sont scellées au préalatle sur leur pourtour i des
brides métalligues 132 et 13b,quil sont elles-mmes soudées
l'une & l'autre par un soudage & l'erc avec de 1l'hélium ou par
un moyen snalogue lorsque les deux sections 10 et 12 de l'en-

veloppe ont été traitées séparément. De cette msniére, il est
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inutile d'utiliser les structures complexes nécessaires pour
dviter une détériorstion par 1'entimoine pendant le procsds de
jonction des deux sections de l'enveloppe.

Dans la section 12 de l'enveloppe est montde de fegon
appropriée une source d'électrons constitude par un écran ré-
cepteur 14,& couches multiples et de grand diamétrg dont 1la
fome se rapproche de celle d'un secteur sphérique orienté de
menidre gue sa surface concave soit dirigée vers l'extrimité
rentrente de la section 10 de 1l'enveloppe. L'écran récepteur,
dens le mode de réalisation particulier en cours d'stude, est
sensible aux rayons X qui le frappent et il comporte & ocet
effet une couche de phosphore sensible eux rayons X, per exem-
ple du sulfure de zinc activé psr de l'argent ou un produit
enalogue, noyée dens une résine aux silicones appropride l4a
et sppliquée sur un élément ds support en eluminium 14b, de
forme sphérique. Sur la couche de phosphore est appliguée le
oouche d'arrdt usuelle l4c qui peut 8tre en oxyde d'aluminium
ou en un produit analogue et sur la sruface de laquelle est
eppliquée une couche 144 constituent la cethode photodmettrice,

La cethode photoémettrice 14a psut 8tre feite d'une composition

" >,

classique en allisge de csesium et d'entimoine.
Un écran fluorescent de petit diasmdtre est disposé
4 1l'intérieur de la zone délimitée par la partie de 1'enveloppe
dans l'enveloppe/qui forme un épaulement et 11l est situd en
roegard de l'écran récepteur. Plus particuligremept,la section
rentrante 1l est obturée par uns plague de verre plate 15 dont
les dimensioms transversales sont petites par rupport i celles
de la cathode et qui porte sur sa face interne un revétement
IYuorescent approprié pour constituer un fcran de vision 15a,
ajouté 11 nmots,
ADDPTOUVES: o Le sulfure de zinc-cadmium activé par l'argent ou une metidre
{
] analogue constituent le produit fluorescent générelement utili-
sé et 1l'écran est de préférence aluminé ou pourvu d'une autre

maniére d'une couche de renforcement métalligue 15b.

Un systéme de concentration et d'accélérstion des
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électrons est disposé entre la cathode photoémettrice et l'écran
de vision et il comprend une électrode de concentretion 19 dis-
posée au voisinege de la surface interne de 1l'enveloppe et une
anode 16 entour-sent l'dcren de vision 15a. L'électrode de con-
centration s'étend sensiblement sur la portion c¢ylindrique
entiére de l'enveloppe et peut commodément &tre constituse per
un revétement de parol conducteur dont l'une des extrémités se
termine 4 1'endroit des brides mételliues 13s et 13b, auxquel-
les elle est couplée Slectriquement. Si on le désire, 1'4lec-
trode de concentration peut 8tre constituée par un revitement
de perod en culvre,oomme dans les dispositifs de la technicue
antérieure'bien que,comue on le falt remsrquer plus perticu-
lidrement dans ce qui sult, la présente invention s'4certe
caractéristique et comporte, dens un mode de r‘slisation
de cette/préféré, une structure de concentrztion perfectionne.
L'anode 16 est une structure métsllique d'électrode oul sst en
partle oylindrique et en partie conique et qui se termine, 3 sa
grende extrémité,par une partie en forme de jupe qu'on peut
monter sur la partie rentrsnte de la seotion d'enveloprps 11,
L'extrénité opposée de l'snod: se termaine dens un chepesu 17
sensiblement sphérique.et possédant une ouverture axizle cir-
culaire 18 qul permet l'accés des électrons 4menent ée la ca-
thode photoémettrice et grdce 2 lequelle ces &lectrodes peuvent
frepper 1'dcran de vision 15, De méme que ce dernier, 1l'cnoie
présente des dlmensions trensversesles faibles p~T rsoport &
celles de la csthode. Cette caractéristioue, on le sait, est
courante dens la pratique, un 4coran de vision circulcir: (e
diemétre beaucoup plus faible que la photocathode &tant utiliss
pour obtenir un grossissement msrqué 4 1'imeze visible. La
face convexe du chapeau 17 de 1'anode est en regard de ls sur-
fece conceve de l'écren récepteur 1l4. L'snode entoure 1'dcran
de vision 15 et elle est électriguenent couplée & ce dérnier

de sorte que l'écran est maintenu su méme potentiel gue l'znode,



-15-4

7 075683

Les d4teils de structure du convertisseur d'im= es d“crit jus-
qu'lci peuvent étre entidrement clsssicuesst sont connus ges
techniciens.

L'électrode de concentration 19 constitue, =vec ltuno-
de 16, un objectif & immersion servant 3 concentrer lss élz=c-
trons émis par 1'écren récepteur pour les envoysr per l'ouver-
ture de 1l'anode sur l'écran fluorescent ie vision. Pour obtenir
la structure d'obJectif, il est ddsirsble cue l'extréits de
1'électrode 19 qui est le plus renprochée de 1l'enod: s'4tande
sur le chapesu de cette dernidre, bien cu'on wdmette gus 1'éx-

trémité de 1'dlectrode de concentration s'arrdte on ali

Jegsent
evec le shepeecu de 1'urode ou m#me trds prés de c2lul-ci, muis
ces autres structures demendent des -odirications des not=n=-
tiels de concsntretion d'une faqon bién connu- d:ns le vz:chnicue,
Les perfectionnzments ssportés ver ¢ présente iuven-
tion sont particulidrenent ex4s sur une forme praéfirée d'Slece
trode d2 concentration 19 et d'sutres caractéristicues qui 41li-
minent de nombreux inconvénients ces strictures de 1s techni-
que antérieure et confeér:nt su dispositif =n cuesticn dss nro-
pristés trés désirebles, Conformément % un mode de Té:lisstinn
préféré de 1'invention 1llustré sur la Tigure 1, une c¢ouche (ou
rev8tement) 20 est déposée sur ls rartie form=nt 4prul=zmont ou
partie d'obturation de 1'enveloppe du tube, =u voisinue_e de la
structure 15, 16 d'rnode et d'écren. Le rev8tement est non ré-
flecteur et est epplizud A 1'zide d'un liant g1 confire las
EXPTE propriftéds désirses de .etter. Le revitément peut ccmpor-
ter une mstiére semi-conductrice telle cue du sesguioxyue de
chrome ou de l'oxyds de fer (hémati%). De préférence, il recou-
vre toute la partie de 1l'enveloppe constitusnt 1'épaul emant et

qui s'étend depuis l'une des extrimitéds de 1'électrode 19 de

D

concentration jusque dsns le section rentrente 11, et 11 ast

couplé}par ses extréqités opposées}é 1télectrode de concentra-
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tion et & l'anode., I1 s'étend sur le bord terninsl de l'électro-
de de concentration et assure 2insi un couplage électrigue eveg
celle-ci; et 11 est en comtact avec unm rev.8temsnt 21 conluc-
teur de 1'électricité qul est en graphite colloldal ou en me-
tiére enelogue et recouvre une section de la paftie rzntrante
1l. L'anode 16 est couplée =u rev8tement 20 par 1'intemsdiai-
re du grephite au moyen de plusieurs ressorts métzlligues 22
forment contacts qui s'étendent 3 partir de le Jupe de suppor:
de la structure d'anocde.

On 2 constaté que 1l'électrode de concentration 19,
particuliérement en présence du revétement non réflecteur 20,
peut &8tre formée d'un revltement d5luminium teondis gu'on avait
pensé jusqu'ilci que l'aluminium ne conviendrsit ras pour comns-
tituer cette structure d'électrode.

Lors du fonctionnement de la structure déerite, 1l'écran
récepteur fonctionne au potentiel de terre ou de massse ou =u
voisinege de ce potentiel gréice & un conductsur tra_-versant
la section 12 de l'enveloppe, comme représenté en 24. La struc-
ture d'anode est couplée par un conducteur 25 & une source
d'énergie 4 tension élevée (non représentée) qui 4teblit un ro-
tentiel d'anode compris entre 25 et 35 kilovolts. Le potentiel
d= concsntration st zppliqué 3 1'4legtrpde 19 rar l2 connexicz
établie par les brides 13a et 13b,et le potentiel de concentra-
tion est haebituellement de l'ordre de plusieurs centzines de
volts. Lorsque les potentiels de fonctionnement sont 4teblis,
une image radiographique peut &tre admise & travers la section
teruninele 12 de 1l'enveloppe et venir frapper 1l'écren récepteur
14 pour exciter le couche de phosphore l4a. L'excitetion de
.cette couche produit une imaze visivle des rayons X guil la frap-
pent et 1'imagse lunmineuse traverse la couche d'arrdt transpa-

rente l4c pour exciter la couche photo-émettrice 14d. De ce

fait, cette couche Amet une image électronique dans laquelle la

L P T TR
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répartition de la charge correspond & la lumiére incidente et,
par conséquent,d l'image radiograrhique initiale. Le systéme de
concentration et d'accélération des électrons détermine l'accé-
lération de 1'image électronique, la réduction de ses dimensions

et sa concentration sur 1'écran de vision 152 3 travers 1'ouver-

nigue sur

ture 18 de l'anode. La concentration de 1'image électron
visible qui est fortement grossie par rapport & 1'image
1'écran de vison donne une image/radiographique initiale. De

plus, on obtient un perfectionnement inattendu du contraste en

mettant en oeuvre des tubes utilisant de 1l'aluminium déposé par
éyaporation comme €lectrode de concentration 19 conjointement

avec le revEtement 20.

On comprendra mieux le rfle du rev8tement 20 en exami-
nant les conditions rencontrées dans la structure de tube. Théo-
riquement, il existe un gradient de potentfi uniforme le long de
la sufgce interne de la section de 1'enveloppe formant épaule-
ment et s'étendant entre le revétement de graphite 21 et le bord
adjacent de 1l'électrode de concentration 19. Toutefois, ceci
n'est que théorique et ne s'obtient qu'avec une structure de tube
chimiquement propre. Il est en réaiité extrémement difticile d'ob-
tenir des surfaces chimiquement propres, spécialement en ce qui
concerne le traitement de la cathode et des opérations analogues
qui sont nécessaires pour construire ie tube. Par suite, en pra-
tique, la surface de 1l'épaulement ce l'enveloppe n'est pas chi-
miquement propre, mais comporte au contraire des zones qui peu-
vent &tre graisseuses ou &tre recouvertes d'impuretés, La présen-
te de ces impuretés détermine un man-que d'uniformité de la ré-
partition du potentiel le long de la section de l'enveloppe cons-
tituant un épaulement et détermine i cet endroit un mode de répar—‘
tition du potentiel comportant des "sauts" ou des portions inter-
médiaires de surtension qui peuvent &tre essentiellement plates.
La conséquence de cette répartition typique du potentiel est une
tendance inacceptable & un claquage qui, bien entendu, mettrait
le tube hors d'état de fonctionner.L'application du revétement

Ajouté Y mots,

aApprouve: !
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20 sur cette zone du tube évite de facon importante ces disconti-
nuités du gradient ce potentiel, Le rev&tement 20 constitue en
fait un trajet de résistance en paralldle i celui qui est cons-
titué par la section d'épaulement de l'enveloppe ev, comme on le
comprendra), les deux trajets en paralléle présentent une résis-
tance globale qui est inférieure & celle qui posséderait 1'enve-
loppe seule, en supposant qu'elle soit chimiquement propre. Le
revétement 20, bien qu'il ait une résistance inférieure i la
résistance théorique élevée du verre chimiquement pur posseéde
néanmoins une résistance élevée dépassant 500 mégahms dans les
modes de réalisation de structure donnés a titre d'exemple., Il
confére & la structure la caractérsitique désirée de gradient

de potentiel uniforme entre i'électrode 19 et l'anode 16 et il a
permis un fonctionnement satisfaisant de ce type de convertis-
seur avec unetension RExRx de fonctionnement & 1l'anode dépassant
45 kV, sans effets nuisibles.

Il est commode d'appliquer le rev&tement 20 d'une ma-
niére analogue a celle dont on dépose le graphite dans la section
étranglée des tubes a rayons cathodiques, mais la composition
et la quantité du liant utilisé dans le revétement présentent ce
1'importance. Un mélange pour revétement qu'on a utilisé avec de
trés bous résultats comprend 15 cm3 djun mélange contenant 0,5%
en velume de titanate de tétrabutyle contenant 0,32 gr de bioxyde
de titane par cm3 de titanate de tétrabutyle et G%,5% en volume
de n-heptane, en combinaison avec &,5 gr de sesquioxyde de chrome.

Dans un autre exemple, le revétement 20 est appliqué
de préférence au pinceau sur un mélanze comprenant essentielle-
ment 8 gr de sesquioxyde de chrome mélangé avec 2,75 cm3 d'alcool
dénaturé anhydre, 0,5 cm3 de titanate de tétrabutyle et 11,75
¢cm3 de n-heptane. Des tentatives ultérieures pour applinuer des
revétements dtoxyde métallique sur une électrode de concentration

en cuivre ou en autre métal dont on a déposé les vapeurs sur la
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paroi interne de l'enveloppe ont généralement impliqué 1'utilisa~-
tion d'une pite avec du verre soluble comme liznt. Il en résuite
fréquemment que le bord de la couche formant itélectrode de con-
centration s'écarte de la surrace interne de 1'enveloppe de
verre, ce qui fait cesser la liaison avec cette surface de verre,
On a également constaté que l'utilisation de liant au verre so-
luble dans des tubes contenznt des produits chimiguement actifs
comne le caesium, comme on en utilise dans la présente inven-
tion pour la cathode photoémettrice, détermine un dégagement
considérable de gaz dans 1'enveloppe & vide avec les effets nocifs
résultant de ce dégagement. L'utilisation d'un mélange en plte

& base d'oxyde de chrome mentionné précédemment supprime complé-~
tement le décollage de la couche formant 1'électrode de concen-
tration ainsi que le dégagement de gaz dans le tube.

On a mentionné précédemment lz contribution qu'apporte
le rev8tement 20 2 l'obtention le longz 4e la partie de 1'envelop-
pe du tube qui constitue l'épaulement, d'un gradient de potentiel
sensiolement uniforme qui est extr&mement désirable en ce sens
qu'il permet un fonctionnement avec 1l'amplitude de potentiel
d'anode nécessaire pour transférer elricacement des images élec-
troniques & partir de catchodes dz tres grand diametre. Il confére
des propriétés désirables supplémentaires au tube, Par exemple,
l'excitation de 1l'écran composite 14 détermine l'excitation de la
couche de phosphore lha et cette couche, guand elle est excitée,
émet des radiations visibl-s. Ces radiations sont bien entendu
nécessaires pour produire l'image électronique désirée i partir
de la cathode photoémettrice et, cependant, elles peuvent con-
tribuer & une diminution du contraste de l'image visible produite
sur 1l'écran 15. Cette diminution peut provenir des multiples
réflexions internes de lumidre dans 1l'enveloppe du tube. Toute-
fols, le revétement 20 qu'on a décrit ne réfléchit pas ces radia-
tions et, en fait, il les absorbe, ce qui accroft notablement
la caractéristique de contraste du convertisseur d'images.

En outre, la photo-cathode du convertisseur est du
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type au caesium et, comme on 1l'a constaté souvent dans cette
technique, ces structures de cuthodes sont généralement accompa=-
gnées d'une certaine quantité de caesium libre. De ce fait, il
peut se produire une migravion du caesium & partir c¢e la photo-
cathode. Il arrive souvent que des vapeurs indésiraples de caesium
puissent migrer 3 travers la structure de tube et se condenser,
quand il n'y a pas de revétement 20, sur la partie de l'envelop-
ve formant épaulement. Lorsque ceci se produit, les dépdts de

caesium représentent des zones élémentaires de la section d'en-
veloppe qui ont une résistance anormalement fuible, Cet inconvé-
nient, si on le laisse se produire, détermine une aggravation
des discontinuités précitées du gradient de potentiel créé sur
1. section de l'enveloppe constituant l'épaulement et détermine
inévitablement un claquage. On a également constaté que la s par-
ticules minuscules de caesium libre qui migrent & partir de la
photo-cathode en allisaze au caesium peuvent former des trous d'é-
pinzles duns l'interface de l'oxyde métallique ol se trouvent
des jonctions métal-verre. Dans le tube convertisseur d'imuzes
de la présente invention, on utilise des brides en métal kovar
soudées 4 l'arc ave: de 1'hélium pour réunir les deux moitiés de
1'enveloppe, et le caesium libre provenant de la photo-cathode
du type & alliage antimoine-caesium tend & créer de tels trous
d'épingles, qui peuvent déterminer le passage de l'air provenant
de l'atmosphére environnante par les jonctions verre-métal. Le
revétement 20 permet de supprimer cet inconvénient du fuit que
le liant grdce auquel il est appliqué sert de geuiter pour le
caesium. En particulier, le bioxyde de titane du liant joue ce
r6le. L'aptitude du liant A constituer un getter est certaine-
rend nécessaire de régler la quantité de liant utilisée pour ap-
plizuer le revétement 20,

a

Etant donné que l'aptitude & constituer un getter in-

i
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troduit en fait dans le rev&tement 20 un composant conducteur
représenté par le caesium, elle tend 3féduire la résistivité du
rev8tement & une valeur inférieure & celle qu'il aurait si ce n'é-
tait la fonction de getter. En conséquence, bien qu'une augmenta-
tion de la quantité de liant augmente les propriétés d'adhérence
du rev8tement, un excés de liant détermine une action de getter
vis-a3-vis d'une quantité excessive de vapeurs de caesium, pendant
le traitement ultérieur de la photo-cathode, et il peut déterminer
des fuites électriques excessives. On a constaté qu'un essai de
soufflage peut 8tre commodément adopté pour déterminer les limi-
tes maxima admissibles en ce qui concerne la gquantité de liant.
On a appris qu'une adhérence qui suffit pour permettre de résis-
ter A une pression de 1,05 kg/cm2 exercée par de l'air envoyé
perpendiculairement au rev8tement 20 par une ouverture d'environ
2,5 mm de diametre maintenue 3 environ 6,35 mm du revétement
est acceptable. Bien entendu, l'adhérence minimum est celle
qui est nécessaire pour que le rev8tement adhére & l'enveloppe.

On peut encore déterminer la quantité de produit
constituant un getter, le bioxyde de titane dans le cas considé-
ré, comprise dans le liant, sur la base de la gquantité de getter
par cm2 de rev8tement. La composition de rav8tement donnée a ti-
tre d'exemple et décrite ci-avant a été utilisée avec une eftica-
cité maximum avec une concentration en bioxyde de titane égale &
19,840 micrograrmes par cm2 de revétement en sesquioxycde ce chro-
me. On a déterminé que la concentration efficzce maximum de bio-
xyde de titane est d'environ 93 microgrammes par cm2 de revite-
ment. Ainsi, on peut voir que la quantité acceptable de produit
formant getter est comprise approximativement entre 15,5 et 93
microgrammes par cm? du rev8tement.

On obtient des résultats améliorés, conformément & une
autre caractéristique de l'invention, quand 1l'électrode de con-

centration 19 est constituée var un revétement d'aluminium appli-
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qué sur la surface interne de la partie Exkxmadirmz cylindrigue
de l'enveloppe du tube par évaporation d'une maniére classique.
On pensait précédemment que l'utilisation d'aluminium comme élec-

rode de concentration ne donnerait pas satisfaction en ce oui
£ >

concerne le contraste, mais on a constaté,gréce & des expériences

ts,
ot,
0\

\

poussées, qulune électrode de concentration en aluminium utilisée
avec un revétement non réflecteur 20, dans la région de l'enve-
loppe du tube comportant un épaulement, assure un contraste supé-
rieur & celui qu'on obtient avec des tubes comportant une élec-
trode de concentration en cuivre., L'utilisation de l'aluminium
comme électrode de concentration présente des avantages. L'alu-
minium est sensiblement plus facile et plus économique & vapori-
ser en vue de son dép8t sur la surface interne de l'enveloj;pe
du tube que le cuivre, et l'oxyde d'aluminium -jui peut se foruer
sur l'électrode de concentration ne se sublime pas pendant le
traitement ultérieur de la cathode photoémetirice, sublimation
qui déterminerait une réduction de la sensibilité de l. cathode.
On remarquera que le plan de l'image du systéme opti-
que électronique du tube se rapproche d'une surface sphérique
concave en direction ce la cathode, tandis qu'un plan d'imagze
plat permet un grossissement plus efficace ou une meilleure
projection de 1'inage visible par un systéme optigue lumineux.
On peut obtenir une certaine correction de la distorsion due &
la courbure du champ et résultant du fait que le plan de 1l'image
électronique n'est pas plat, en augmentant l'ouverture de l'ano=-
de, mais il existe nécessairement une limitatlon nette au degré
dv correction qu'on peut obtenir de cette maniére si l'on veut
éviter d'autres effets indésirables. Un a constaté gue la couche
de revEtement 20 arporte une amélioration notable en ce qui con-
les distorsions cues 3 la courbure, amélioration qui dépasse
cerne,la correction que permet d'obtenir une augmentation du
diam&étre de l'ouverture de l'anocde, Le revétement produit une

répartition du potentiel en raison de laquelle les formes des
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surfaces équipotentielles se trouvant dans lz région de 1'inoce

du tube doivent 8tre modifiées par repport & cslles qul sont

établies en 1'.osence de ce rev8tement seni~conducteur, ce qui
2
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. e diminuer le courbure ae champ. Les distorsions
dues & la courbure de champ sont généraiement exprimées par la
largeur de l'anneau périphérique le plus zrand de 1'imure dans
lequel la résolution e-st sensiblement infrrizure 3 la résclution
du certre. On a constaté que le rev@tement 20 provoque une qimi-
nution de la larceur de cet annesu de distorsion supérieure a

30%.

Ltaction ce getter du bioxyde de titune contenu duns
le liant ouquel est appliqué le revBtement 20 ce lu section de
1'enveloppe exerce un autre effet avantaieux, a savoir, il con-~
tribue & réduire les fuites par les trous d'épingles dans les

du convertisseur d'images, fuites qui se produiﬁ%nn en raison
Jonctions métal-verre/de la présence de caesium libre dépazé puar
la cathode en caesium. Cette cardetiristi-ue avruente 1. vue
utile du dispositif.,

En bref, la structure décrite et représentée sur la
figure 1 comporte de nombreux avantages par raprort aux disposi-
tifs précédents, A savoir : un gradient de protentiel plus uni-
forme dans la section d'enveloppe comprise entre 1'électrode de
concentration et l'-node, ce gui réduit la pos:iiLilité d'un cla-
quaze lors de tensions élevées & l'anode; l®aptitude & utiliser
des écrans récepteurs de plus grand diamétre,ce qui augmonte
1'utilité du dispositif; enfin, un contraste amélioré ainsi qu 'une
diminution de la distorsion due 2 la courbure de champ.,

la figure 2 représente ung¥ariante du tuve convertisseur
d'images de la figure 1 et on & utilisé sur la figure 2 les mémes
nombres de réZérence pour désiiner des pleces simileires, Comme
sur la figure 1, la section rentrante 1l est obturée par une pla-
que de verre plate sur la face interne de laquelle on a prévu un

Ajouté ¢ nots,
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mium activé par de 1'argent ou en matiére analogue, A l'intérieur

de la section rentrante 11 est fixée ureanode métallique 16
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en partie cylindrique et an partie conigue, comportant un cha-
peau sphérique 17 pourvu d'une ouverture centrale 18 par laquel-
le les électrons émis par la cuthode photoémettrice 1lid peuvent
parvenir a 1'écran de vision fluorescent 15. La plus grande par-
tie de la partie cylindrique de l'enveloppe & vide 1C est recou=-
verte d'un revétement de paroi conducteur 19! en aluminium. Tou-
tefois, dans ce mode de réalisation, 1l'élecirode de concentra-
tion du systéme optique de concentration et d'accélération est
formée par le rev&tement de paroi 19' en aluminium en méme temps
que par une couche supérieure 20' similaire au revétement 20 de
la figure 1. Comme sur cette derniére figure,le revétement 19!
formant électrode de concentration est couplé a une bride métai-
lique 13a. Les détails mécaniques et électriques du convertisseur
d'images, sauf en ce qui concerne 1!'électrode de concentration
19' et la couche supérieure 20', peuvent &tre entiérement clas-
siques et seront bien compris des techniciens.

En cours de fonctionnement, une image radiographique
projetée vers 1l'écran récepteur 14 traverse une section dlen-
veloppe 12 et le support métallique 14b et excite la couche de
phosphore 14a, ce qui produit une image visible des rayons X
frappant cette couche. Cette image lumineuse traveise la couche
d'arrét transparente 1lhc et excite la couche photoémettrice 1li4d
qui, & son tour, émet une image électronique dans laquelle la ré-
partition de la charge correspond & la lumiére incidente et, de
ce fait, & l'image radiographique initiale. Le systéme d'électro-
des de concentration et d'accélération, quand il est excité avec
des potentiels appropriés, et comprenant le revétement 19! et
l'anode 16, détermine l'accélération de l'image et sa concentra-
tion sur l'écran de vision fluorescent 15. En cours de fonction-
nement normal, la cathode photoémettrice fonctionne au potentiel
de la masse ou au voisinage de ce potentiel. Un potentiel posi-

~

tif notable, dépassant généralement 20 kV,est appliqué & l'ancde
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16 percée d'une ouverture et & l'écran de vision fluorescent 13,
et un faible potentiel positif, ne dépassant habitueilement pas
500 volts, est appliqué au rev8tement 19! formant électrocde de
concentration,

On va maintenant étudier plus particuliérement le re-
vétement 19! constitusnt une &lectroce de cencentration. Ce revé-
tement est formé par de 1l'aluminium évaporé sous vide sur la
partie cylindrique entidre de la paroi interne de la section d'en-
veloppe 10 avant l'assemblage des parties d'enveloppe 10 ¢t 12,
Ia couche 19!, formée d'aluminium évaporé, peut 8tre appliquée
par les techniques de revétement bien connues dans la fabrica-
tion de ces tubes. Le rev@tement d'aluminium 19' constitue une
couche-support conductrice de 1'électricité constituant l'élec-
trode de concentration Sur laquelle on applique un produit poreux
sous forme d'une couche mince 20°'.

En ce qui concerne encore la couche supérieure 20!, on
a constaté que, dans un mode de réalisation préféré, le produit
devant &tre appliqué sur la couche d'aluminium 19" doit avoir une
surface rugueuse en vue de constituer un getter pour le caesium
libre; il ne doit pas réfléchir les radiations incidentes et 1la
lumiére émise par la couche de phosphore 1lha de l'écran récepteur

-,

14 & couches wultiples; il doit 8ire formé ae particules discré-

tes; il doit &tre anpliqué sous forme d'une couche assez mince

pour &tre transparent , et, s'il n'est pas conducteur, pour per-
mettre une pénétration suffisante du potentiel amené par la cou- :
che de suppory conductrice 19! en aluminium dans 1Tespace de l'ob-f
Jectif et pour éviter toute charge des zons de faible conductivi- :

a la surface de la couche de support 19' en aluniniun; .
té/ enfin, il doit &tre appliqué avec un liant qui ne détermine

H

h

pas un dégagement de gaz excessif ou qui ne réduit pas la sensi~ |
bilité de la cathode photoémettrice en réagissant avec le caesium

introduit dans l'enveloppe pour traiter la cathode photoémettrice

14d.

On a constaté que de nombreux produits conviennent pour

Yoi i E i B
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former la couche supérieure 20'. Des exemples typiques sont
oxydes de métaux semi-conducteurs,tels que Xmxixy l'oxyde de rer
ou l'oxyde de chrome. Guand on 1'utilise avec un liant constith
par 30 cm3 de mélange de 3,5% en volume de titanate de tétra-
butyle dans du n-heptane auquel on ajoute environ 2,5 gr d'oxyde
de fer rouge ou d'oxyde de chrome verten poudra, on a constaté
qu'il donne satisfaction pour maintenir le dégagement des gaz

dans des limites admissibles. Aprés.l'application de la couche su-
périeure 20', on fait cuire sous vide la partie cylindrique du
tube jusqu'a environ 300°C pour décomposer le titanate de tétra-
butyle ét faire évaporer le n-heptzne, aprés quoi le tube est

prét & &tre assemblé et est terminé. D'autres exemples typigues
sont des métaux conducteurs,tels Jque des particules de fer ou de
cuivre utilisées avec un liant comme on 1'a déc.it en vue

d'une utilisation avec les produits semi-conducteurs,

Conformément 3 une variante préférée, la couche supé-
rieure 20' est constituée par une couche mince de particules
discrétes de graphite conducteur en suspension dans un alcool
et pulvérisé sur la surface découverte entiére de la couche de sup

port 19' en aluminium.

L'électrode de concentration 19! en aluminium assure,

1]

[¢1)

————— - - N
y Conie u-IZI‘.Lt, un

(@)

en combinaison avec lo couche supéricure 2
perfectionnement notable du fonctionnement du convertisseur dti-
mages terminé par rapport aux tonvertisseurs comportant dlau-
tres types de matériaux pour 1'électrode de concentratfh, comme
le cuivre. On a consﬁaté que l'électrode de concentration obtenue
par dépét de vapeurs d'aluminium combinés avec la couche supé-
rieure mince 20' remplit les diverses conditions mentionnées pré-
cédemment qui sont nécessaires pour l'obtention d'une électro-

de de concentration entiérement satisfaisante; en particulier,
elle est conductrice, elle n'est pas réfléchissante, elile n'est

pas décomposée par l'attaque du caesium, il n'y a pas de déga-
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gement excessif de gaz ou d'eau quand elle est cuite, ce qui
endommagerait la couche oonstituant la czthode rhotoémetirice.
En outre, la surface assez rugueuse formée par ltawplic.tion de
la matiére de la couche supérieure 20' exerce un effet de getter
sur le caesium libre et réduit au minimum l'accumulazion de
caesium libre & la surface de 1'électroce de concentration et les
effets f&cheux de cette accumulation, tels qu'une émission dis-
persée.

Lors de la fabrication d'un convertisseur ou amplifica-
teur d'images tel que celui qu'on a décrit jusqutici, il est
trés importent d'utiliser l'écran récepteur composite & couches
multiples le plus efficace. A cet effet, il est essentiel d'ac-
crofitre 1'efficacité de la couche phosphore~résine de 1'écran
récepteur & couches multiples. Une autre caractéristique de
1'invention réside donc dans le fzit qu'on a mis au point un
écran récepteur 3 couches multiples perfectionné qui convient
spécialement pour &tre utilisé dans les convertisscurs ou ampli-
ficateurs d'images tels que ceux qu'on a décrit précédennent,

Conformément & cette nouvelle caractéristique, l'écran

s

récepteur composite 1 & couches rmultizles, représencté en détail

o

sur la figure 3, comprend un élément de support lha de forme
sphérigue auquel est appliquée une couche 1lib choschore-résine.
On a appliqué une couche d'arrét lic contigu& & la couche 14b
phosphore-résine et dur laquelle est & som tour appliquée une
couche photoémettrice lid. L'é€lément de support lha est composé
d'une matiére laissant passer les rayons X,telle gue c¢e l'alu-
minium, d'une épaisseur suffisante pour supporter ri- idement les
couches multiples qui y sont appliquées. La couche 1lib phosphore-
résine comprend un phosphore sensible aux ravons X, comme c¢u sulfu-
re de zinc activé par de l'argent ou un produit sznalogue noyé
dans une résine organique approprié aux silicones et appiiqué

sur 1'élément de support sphérique 1lha en aluminium. Sur ce
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dernier est appliquée une couche d'arrét mince lihc qui peut 8tr
en oxyde d'aluminium ou en une matiére wznalo~ue, d'une épaizseur
d'environ 100 .. Sur 1 surface de i: couche dtarr8s lic est
aprliquée une couche 1lid constituant la cathode ohotoémettrice
qui peut &tre fzitz dez la composition classigue en alliage d'an-
timoine et de caesium.

Juand une ima.e radiograprhisue est envoyée sur la sur-
face convexe de l'écran récepteur 1li & couches multiples, cette
image traverse 1'élément de support 1lha en aluminium et excite
la couche 14b rhosphore-iésine pour produire uns imaze visible
des rayons X frappant 1'écran 14. Cette image visible ou lumi-
neuse traverse la couche d'arr8t lic et excite la couche photo-
émettrice lid qui constitue d'une manidre générale la cathode
du systeme d'objectif de concentration et d'accélération qu con-
vertisseur d'imuages radiographi.ues. La cathoce photoématirice
14d émet une image él- onique ayant une répartitisn de charge
qui correspond & la lumiére incidente et, de ce fait, & l'image
radiographigue initiale.

Le systéme d'électrod<s de concantration et d'accéléra~-
tion comprenant lz cuthoce -hotoémestrice 14d , l'anoce 16 &
haute tension et l'électrode de concentration 1t conductrice de
1'électricité, quand il es: excité avec dss rotentiels arcropriés,
déterrine 1llaccélération de l'image et sa& concentraticn sur
1'écran de vision fluorescent 15a, comve on _.'a décrit r.ns ce
gui précede.

Un a constaté qu'en attaquint chimiquement lz suriace

Q.

e 1'éiément de support lia, on augmente sensiblement le pouvoir
de réflexion de cet éliment, ce pouvoir plus éievé déterminant

nn rendement, global supérisur de la couche vhospvhore-résine lib
productrice d= lumiire. un obtient une aivaque sulfisante en plon-

un lution a 1C. de soud=s caus-

S\s
(/X

«
(4]

zeant 1'€1émsnt de surport 4

<

tique pendant 15 & ZC minutes 3 une température d'environ 50°C.
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Dans le cas ol le maintien du contrdle de 1l'épaisseur de 1'é1é-
ment de support poserait un problese, on peut ltattaquer sur sa
face concave seulement, en déposant une solution & 10% de soude
caustique dans la surface concave de 1'élément de support, appro-
Ximavivement pendant le méme laps de temps et approximavivement
4 la méme température. Ni le temps, ni la température n'ont d'im-
portance critique, sauf en ce qu'ils pourraient modifier 1'épais-
seur de la matiére, qui ne doit -as &tre de moins d'environ 10
mm pour conserver une rigidité suffisante. Il existe divers au-
tres procédés pour prodvire une surface non polie et le procsdé
est donné uniquement 2 titre d'exemple maiz sans aucun esprit de
limitation.

Comme on 1'a déja mentionné, il est extrémement impor-
tant que 1'efficacité de la couche phosphore-résine 14b soit

aussi élevée que possible et que cette efficacité soit partiel-

lement fonction des quanta de lumicre émis Gans lz direction de
1'élément de support 14a. Il est évident que plus la réflexion

diffuse produite dans 1'élément de support lha est élevée, plus
1l'efficacité globale de lz couche phosphore-résine 14b productri-
ce de lumiére sera élevée.

Des?ssais réels ont montré que la couche 14b phosphore-
résine appliguée sur un é_ément de support lha fortement poli
donne sensiblement moing de quantd de lumilre que lorsqu'lelle est
appliquée sur 1'4lémenc de suppert lha attaqué par ltacide. La
raison exacte de ce phénoméne est inconnue, mais on suppose qu'il
provient d'une probabilité que les quanta de lumiére réfléchie
rrovenant d'une surface ainsi attaquée soient plus grands que
cela n'eét possible av:ic une surface lisse.

Le perfectionnemsnt de la brilléhe ou du rendement lu-
minesux est notable avec la couche résine-phosphore apnliquée é.

la surface attaquée.
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Outre l'avantage précité, l'adhérence ce la ccuche
phosphore-résine 14b & 1'élément de support 1lha en aluminium at-
taqué est sensiblement plus grande, ce qui contribue & réduire
le nombre d'unités refusées lors de la production de ces écranc,
ce gquil assure des économiesde produstion notables dans une fabri-
tion en série.

Pour fabriquer un écran récepteur & couches multiples
tel que celui qui est illustré sur la figure 3, on peut uviliser
plusieurs procédés bien connus d'oxydation de 1l'aluminium pouxr
former la couche d'arrét transparente entre la sug;ce phosphore-
résine et la photo-cathode en alliage de caesium et d'antimoine.
Toutefois, l'expérience a démontré que ces procédés de lu techni-
que antérieure ne donnent pas unc couche d'arrét véritablement
sire, comme on 1'a mentionné précédemment. En conséquence, con-
formément & une autre caractéristique de ltinvention, on a mis
au point un procédé perfectionné d'application d'une couche d'ar-
rét en oxyde d'aluminium dans un écran récepteur i couches multi-
ples.

De fagon particuliére, on fait évaporer l'aluminium
sous vide et ses vapeurs se déposent sur la couche sous-jacente
14b en phosphore-résine de la figure 3, jusqu'a une épuisceur
d'environ 30 i . L'épaisseur de la couche d'aluminium peut &tre
réglée entre des limites étroites par un contrdle du poids de
1'aluminium mis en jeu pour 1'évaporation.

La couche d'aluminium formée par évaporation sur la
couche sous-jacente est introduite dans un four électrique immé-
diatement apres sa sortie de l'unité d'évaporation. On chaufle
le four électrique au préalable jusqu'a une température infé-
rieure a la température de dépolymérisation de la résine zux sili-
cones contenue dans la couche sous-jacente 1l4b phosphore-~résine.
Four ces résinesbouvant &tre appliquées aux écrans réceptenrs

du type en consﬂ%ﬁtion, la températurépu four électrique doit
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8tre de 350°C environ.

I1 est important que l: couche d'aiuminium cérosée par
évaporation sur la couche Sous-jacente soit introduite sans wucun
retard dans le four chaufié au préalable car la couche d'oxyce
rormée sur la surface de la couche d'aluminium récesuent € osée
par évaporation et a la température ambiante ost généralement du
type mixte (4 la fois étroitement comprimée et sous forme d'oxyde
d'aluminium poreux). Comme on 1'a fait remarquer préccdemment,
l'oxyde d'aluminium poreux ne constitue pas une couche d'arrét
slre et sa formation doit 8tre évitée.

On fait cuire la couche d'aluminium & 1'uir dans B
four electrinue pencunt 10 & 15 minutes. On peut utiliser un
four & gaz & la place du four électrizue, & condition qu: 1'at-
mosphére régnant cans le four i zaz ait une nature oXyaanbte ui
non pas réductrice.

Si on met la cuisson en oecuvre, comme décrit ci=-.vant,
la couche d'aluminium déposée par évaporation est enticrement
transformée en oxyde d'aluminium qu type étroitesent c.mprimé et
la formation d'oxyde d'aluminium peu slr est évitée. La trunspa-
rence de la couche est vuisine de 1005,

On a constaté que l'épaisseur meximum ce 1z couche
d'oxyde d'aluminium étroitement comprimée et form e & la tempé-
ratire de 350°C dans une atmocphére ayant un taux d'humidité inteé-
rieur & 50% est d'environ 30 ﬁ « 51 les vapeurs d'alwsinium songt
aécosées Jusqu'd une ¢paisseur dépassant sensiblement 30 ﬁ, il
peut subsister, apres 1'oxydation, une couche mince en wluminiusm
pur qui diminue les propriétés ce transmi.sion de le couche d'ar—
rét, ce qui a pour effet un: perte ce la brillirce ce l'Ccran x&xx.
récepteur. On a en outre consvaté que l'épaisseur minimum néces-

(¢}

saire pour la eouche d'arr8t, 4 savoir 80 » » Peut &ire f#cilement
obtenue si 1'on répéte le procédé déerit q'év poration et d'oxy-

Cation de 1l'aluminium deux fois zncore. Lorsque la couche d'oxyde
d'aluminium a été formée par le procécé ci-avant, on doit prenare

soin de réduire au minimum 1'exposition ue la couche & 1'air
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humide, méme & la température ambiante, parce gu'une partiece la
couche étroitement comprimée peut, en présence d'une atmozphére
humide, se transformer en oxyde d'aluminium faiblement comprimé
et peut méme former de 1'hydroxyde d'aluminium.

La formction d'une couche d'oxyde d'aluminium étroite-
ment comprimée d'une épaisseur d'environ 80 R s comme mentionné
ci-avant,a été estimée efficace pour assurer 1'élimination des
effets indésirables du caesium,effets que l'on rencontre par
ailleurs quand le caesium est capable de pénétrer dans la cou-
che de résine,

Bien qu'on ait représenté et décrit plusieurs modes
de réalisation préférés de la présente invention, il est bien
entendu qu'on peut y apporter divers changements et modifications,
sans sortir pour cela du cadre de l'invention.

ROVENDICATIONS

1. Convertisseur d'images caractérisé en ce qu'il com-
porte : une enveloppe dans laquelle on a fait le vide; une source
d'électrons comprenant une c:thode photoémettrice placée prés
de l'une des extrémités de l'enveloppe; un écran fluorescent prévu’
prés de l'extrémité opposée de 1'enveloppe et dont les dimensions
transversales sont petites par rapport & celles de 1s cathoce; un é
systéme d'électrodes de coﬁcentration et d'accélération placé 5
entre la cathode et 1¥cran et comprenant une électrode de con-
centration voisine de lu surface interne de 1'enveloppe et
une anode, dont les dimensions transversales sont également fai-
bles par rapport & celles de la cathode, qui entoure 1'écran et
qui comporte une ouverture d'accés prévue entre la cathode et 1!

H
écran; enfin, un revétement ou couche d'une matiére non réfléchis-
sante déposé sur l'extrémité opposée précitée de ltenveloppe ou
au voisinage de cette extrémité.

2. Convertisseur d'images suivant la revendication 1,

caractérisé en ce que l'électrode de concentration comprend un
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revétement d'aluminium déposé sur la surface interne de l'enve-
loppe.

3. Convertisseur d'images suivant l'une ow. 1'autre des
reveﬁ&cations précédentes, caractérisé en ce que la matiére non
réfléchissante est semi-conductrice.

L. Convertisseur d'images suivont 1z revendication 3,
caractérisé en ce que le revétement semi-conducteur est du ses-
quioxyde de chrome.

5. Convertisseur d'images suivant la revendication L,

caractérisé en ce que le revétement semi-conducteur est ce 1'oxy~-

by

de de fer.
6. Convertisseur 4! images suivant 1'une guelconque des
revendications 1 4 5, caractérisé en ce que la source d'élec-
trons est un écran récepteur i couches multiples compré&nt une
couche de phosphore et une couche photoémettrice supportée prés
de l'unedes extrémités de l'enveloppe, et le revétement dézosé
sur l'extrémité opposée de cette derniire ne réfléchissant
pas les radiations émanant de cette couche de ohosphore.

7. Convertisseur d'images suivant 1'une quelconque des
revendications 1 & 5, caractérisé en ce que la source d'!'électrons
comprend une cathode photoémettrice en ailiage de caesium, et
un rovétement de matiére non réfléchissante est appligué sur 1liex-
trémité opposée de ladite enveloppe au moyen d'un liant consti-
kxxrEx tuant également un geiter nour le caesium.

8. Convertisseur d'images suivant la revendication 7,
caractérisé en ce que le lianycomprend un composant constituant
un getter pour letaesium et dont la concentration est comprise
entre environ 15,5 et 93 microgrammes par cm2 de rev&tement.

9. Convertisseur d'images suivant 1'une guelconque des
revendications 7 ou 8, caractérisé en ce que le liant comprend du
bioxyde de titans servant de getter pour le caesium.

10. Convertisseur d'images suivant la revendication 3,
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caractérisé en ce que le revétement semi-conducteur est ¢ rosé
opposée

sur ’eytrenlte pricitée cde l'cnvelovps de maniire & rewouvrir

sensiblement lz totalité de la zone de l'envelonpe comprise zntre

1'électrode de concentration et l'anode, et en ce qu'il est

couplé par sestxtrémités opposées,a 1l'électrode de concentration

et & 1l'anode.

11. Convertisseur G'imsages suivant les revendications
2 et 3, caractérisé em ce que l'enveloppe 3 vide comporte une
section centrale de forme cylinérime ayant une certainetiimension
en section transversale, une section terminaie ¢e dimension trans-
versale plus faible et une partie formant épau_lement reiiant
entre elles ces sections, 1l'écran fluorescent d+tant disposé dans
ladite section terminale de dimension plus fwible, le revéte-
ment d'aluminium de 1'électrode de concentration é¢tant rormé sur
cette section centrale de l'envelopre, et le revdtement semi-
conducteur étant formé sur la partie formant 1'épauelement qui
relie les sections centrale et terminzle e 1l'enveloppe,

12, Amplificateur de rayons X,caractérisé en ce au'il
comprend:une enveloppe & vide com iportaent une partie sensiblement
c¢ylindrique ayant un axe géométrique de réfirence prédéterminée;
une partie formant épauw-lement §'étendant vers 1'intérieur en di-
rection de cet axe, depuis une extrémité de la partie cylindrigue,
et des parties d'obturation prévues aux extrér ités opprosées de
la section composite comprenant les deux parti:s mentionnées en
premier; un écran récepteur photoémetteur & grand diamotre placé
dans l'enveloppe, & l'extrémité de celle-ci qul est opposée & la
partie formant épau_lement; un échn fluorescent de petit diamétre
placé dans 1'enveloppe et disposé en regard de l'é€cran récepteur,
dens la zone entourée par la partie d'épaulement; une anode pour-
vue d'une ouverture et entourant 1'écran fluorescent, cette znode
s'étendant dans la partie cylindrique en direction de 1'écran

récepteur; une électrode conductrice de concentration s'étendant
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sensiblement sur la totalité de la partie cylincdrigue de l'en-
veloppe et ccnstituant avee 1'anode un objeftif & immersion pour
centrer des électrons émanant de 1'égran récepteur et les en-
voyer & travers lenode & ouverture sur 1'écran fluorescent;
enfin, un rev8tement semi-conducteur 8'étendant sur la partie
formant épaulement de l'enveloppe et couplé par ses extiémités
opposées. & l'anode et 4 1'électrode de concentration.

13. Amplific.teur de rayons X suivunt la revendication
12, caractérisé en ce gue l'électrode ce concentration conductri-
¢e est formée d'un rev8tement d'aluminium.

1li. Convertisseur d'images, caractérisé en ce au'il
comprend dans une enveloppe & vide : une cathode vhotoémettrice;
un écran fluorescent; un systéme d'électrodes de concentration
et d'accélération placé entre la cathode photoémettrice et 1'é-
cran-fluorescent; ce systéme d'électrodes comprenant un revéte-
ment électriguement concucteur dérosé sur la paroi interne de
1l'enveloppe et dont un berd terminal est écarté de 1técran fluo-
rescent d'une distance notzble prédéterminés; enfin, un revéte-
ment semi-gonducteur déposé sur la paroi interne de i'anvelorpe
et s'étendant depuis ce bord terminal en direc .ion ce 1'écran

fluorescent, sensiblement sur la totzlité de la distance précitée.

mases suivant

fod
1R

[

15. Convertissaur 4!

'électricitcé

[sd)
b

caractérisé en ce que le revéteument conducteur o
est en cuivre.

1o. Convertisseu: d'images suiv.nt 1'une quelcongue
des revendications 14 cu 15, cursctérisé en ce cue le revétenent
semi-conducteur est “ormé sur la paroi intérne te l'envelorne ce
maniére & s'étendre sur son bord terminal.

17. .Convertisseur d'images suivant la revencication 16,
caractérisé en ce que le systéme d'électrodes comprend une anode

placée entre la cathode et 1'écran fluorescsnt, le revétement

semi-conducteur pouvent emp8cher 1l'éumission d'élsctrons dispersés
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dans l'enveloppe 3 vide.

18. Convertisseur d! images suivant la revendication
16, caractérisé en ce que le systéme d'électrodes comprend une
anode pourvue d'une ouverture placée entre la cathode et 1técran
fluorescent, le rev8tement semi-conducteur pouvant modifier la
courbure des plans équipotentiels dans la zone de 1touvertuire
de 1l'anode, pour aplatir sensiblement le plan de 1'image.

19. Convertisseur d'images suivant 1'une quelconque des
revendications 14 & 18, caractérisé en ce que la cathode est du
type en alliage de caesium, le rev8tement semi-conducteur pou-
vant jouer le r8le de getter vis-a-vis de quantités minuscules de
caesium libre contenu dans cette enveloppe.

20. Convertisseur d'images suivant 1'une jquelconque
des revendications 14 4 19 , caractérisé en ce que le revétement
semi-conducteur est en sesquioxyde de chrome.

21. Convertisseur d'images suivant 1'une quelconque des
rovendications 14 & 19, caractérisé en ce que le rev8tement semi-
conducteur est en hématite.

2z. Convertisseur d' .images caractérisé en ce qu'il
copprend : une enveloppe & vide; une cathode } -otoémettrice sen-
sible & une excitation incidente pour émettre une image éleciro-
nique correspondant 3 cette excitation ineidente; un écran
fluorescent sensible au choc des électrons pour proguire unc ima-
ge; un systéme d'électrodes de concentration et d'atélération
placé entre la cathode photoémeu.trice et l'écran fluorescent pour
concentrer et accélérer l'image électronique dur l'écran fluores-
cent, ce systéme d'électrodes comprenant une surface de support
conductrice de 1l'électricité déposée sur la paroi interne de 1l'en-
veloppe et une couche supérieure de produit comprenant des pvar-
ticules discrétes conductrices ou semi-conductrices superposées
& la surface de support.

23. Converfsseur d'images suivant la revendication 22,
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caractérisé en ce que la surface de support du systéme d'électro-
des est faite d'aluminium déposé sur la paroi interne de l'en-
veloppe. '

24. Convertisseur d'images suivanl llune guelcongue
des revendications 22 ou 23, caractérisé en ce que la c:thode est
sensible & une excitétion par des rayons X pour émettre une image
électronique correspondant & cette excitation par les rayons X.

25. Convertisseur d'images suivant l'une quelconque des
revendications 22 & 24, caractérisé en ce que la couche supérieure
appliquée sur la surface de support est formée de particules de
fer discrétes,

26. Convertisseur d' images suivant l'une quelconque
des revendications 22 & 2, caractérisé en ce que ladite couche
est formée de particules de cuivre discrétes.

27, Convertisseur d'images suivant l'une quelconque des
revendications 22 3 24, caractérisé en ce que les particules dis-
crétes précitées sont des particules de graphite.

28. Convertisseur d'images suivant l'une guelconque
des revendications 22 & 24, caractérisé en ce que les particules
discrétes sont degbarticules d'oxyde de chrome.

29. Convertisseur d'images suivantél'une quelconque des
revendications 22 & 24, caractérisé en ce que la couche supé-
rieure précitée est formée de particules discretes d'oxyde de ler.

30. Ecran récepteur a couches multiples pour conver-
tisseunﬁ'iméges, caractérisé en ce qu'il comprend : une couche
comprenant un phosphore sensible a une radiation incidente d'un
premier type pour émettre une radiation correspondante d'un au-
tre type, et un élément de support pour cette couche, élément
qui lailsse passer la radiation incidenbte &b Cumpdite une suriuce
attaquée chimiquement & laquelle ladite couche est fixée.

31l. Ecran récepteur a couches multiples pour convertis-

la couche de phosphore est sensibleamxr:
seur d'images suivant la revendication 30, caractérisé ence qu%/K
1télément de support laissant passer ces ﬁ%ons.

32. Berah récepteur 4 couches multiples suivant l'une
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quelconque des revendications 30 ou 31, caractérisé en ce que

roraea
TRt

T BRI AT

TN

le phosphore de la couche de phosphore est en suspension dans

un véhicule résineux.

Y

33. Ecran récepteur & couches multiples pour convertis-

. . ., une couche de phosphore
seur d'images a rayons X, caractérisé en ce qu'il comprend:en sus-

pension dans un véhicule résineux et sensiple aux rayons X}et

un élément d%tsupport de la couche de phosphore qui laisse passer
: les rayons X/posséde une couche non pBlie & laquelle est unie

la couche de phosphore sensible aux rayons X.

34 Procédé de production d'une couche d'arrét trang-
parente entre une couche fluorescente et une couche photoémettri-
ce, caractérisé en ce qu'on fait évaporer de l'aluminium dont les
i vapeurs se déposent sur la couche fluorescente; on chauffe la
t tfouche d'aluminium dans une atmosﬁgg;e séche pour former une
couche d'oxyde d'aluminium étroitement comprimée dont l'épaisseur
est sensiblement inférieure & 808 , et on répdte ces opérations
d'évaporation et de chauffage pour former une couche d'arrdt en
oxyde d'aluminium étroitement comprimé ayant une épaisseur mini-

mum de 80 & .

35. Procédé suivant la revendication 34, caractérisé en

A . e
ce que la phase de chauffage intiale de¢ la couche d'aiuminium

dans une atmosphére séche forme une couche d'oxyde a'aluminium

étroitement comprimée d'une épaisseur d'environ 30 2 ev en ce
qu'on répéte ces opérations d'évaporation et de chauffage pour
former une couche d‘arrét en oxyde d'alumirium étroitement com-
orimé ayant une épaisseur minimum de 80 R} .

36. Procédé suivant la revendicution 35, caractérisé en
ce qu'on exécute la phase de chauffage initiale dzns une atros-
phére séche ayant une teneur en humidité relative inférieure a
50%, Jjusqu'd une tempériture inférieure & 35C°C et pendant 10 2

lg/minutes, pour rormer la couche d'oxyde d'aluminium étroitement

ajouté 5 mots
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comprimés d'environ 30 § d'épaisseur.

37+ Convertisseur d'ima es tel cue décrit ci-cvant ou

conforme aux dessins annexés.

38. Ecran & couches multiples pour convertisceur

d'images tel que décrit ci-avant.

39. Procédé de production d'une coucne da'arr8t pour

écrangrécepteurs tel que décrit ci-azvant,
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